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m Grundlagen der Halbleiterphysik /FsivT

Halbleiter Eigenschaften

Die elektrische Leitfahigkeit der Halbleiter liegt zwischen der von Metallen und
Isolatoren. Sie ist jedoch stark abhangig von

=» mechanische Kraft (beeinflul3t die Beweglichkeit der Ladungstrager)
. |\\ikromechanische

=» Temperatur (Zahl und Beweglichkeit der Ladungstrager) Sensoren
=>»Belichtung (Zahl der Ladungstrager) G Solarzelle, Fotodiod
=»zugefligten Fremdstoffen (Zahl und Art der Ladungstrager)

. FestkOrperschaltkrei

Bei Raumtemperatur ist die Leitfahigkeit der Halbleiter gering. Fiihrt man Energie in
Form von Warme, Licht, Spannung, oder magnetischer Energie hinzu, so andert
sich die Leitfahigkeit.

Die Empfindlichkeit der Halbleiter auf Druck, Temperatur und Licht macht sie zu
geeigneten Sensoren.
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Halbleiter Haufige Halbleiterwerkstoffe

as bekannteste Halbleitermaterial ist Silicium(Si). Es kommt in der Natur sehr haufig vor. Zum

2ispiel in Sand oder Quarz.
eitere bekannte und haufig verwendete Halbleitermaterialien sind Germanium(Ge) und

alliumarsenid(GaAs).

Anwendung/Bauelemente Halbleiterwerkstoffe

Diode, Transistor, intearierter Schaltkreis  Ge, Si, GaAs

Dehnungsmessstreifen Ge, Si

Bearbeitungsschritte der Schichterzeugung und Strukturierung sind
identisch bzw. modifiziert:

Schichten: SiO,, Si;N,, poly-Si, Al

Fotolithografie

Strukturatzen

= Silicium, Ge = Germanium, GaAs = Galliumarsenid
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Mikromechanik - Herstellung mechanisch beweglicher
Strukturen in Si

Nutzung der sehr guten mechanischen Eigenschaften von Si
- groRer Bereich mit elastischer Verformung

- ausgew ahlte Eigenschaften:

kristallines Si Stahl
Dichte (g/cm?3) 2,32 7,9-8,2
Festigkeit (GPa) 2,8 -6,8 0,5-1,5

Harte 850-1100 660
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Komponenten der Mikrosystemtechnik
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Thiiringen
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Sensoren in der Mikromechanik

Bulk Micromachining - BMM Surface Micromachining - SMM
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Diskreter Drucksensor
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diffundierter

n-Si / p-Si-Widerstand

(100)-Orientierung

Metallisierung und

Bondinseln Kontur der spateren

Membrane
<110> Orien tierungx_F AB/Seigert
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plantationsmaske, Implantation
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Tiefendiffusion
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Passivierung
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Kristallorientierung

<100>
Atzraten in KOH:
1,4 um/min
3,5 nm/min
>y

<l11>
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